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[はじめに] 

 ITO の代替材料として、安価で低温成膜も可能な ZnO が期待されている。さらに、ZnO に Mg

を添加することで太陽電池の高効率化を図ることが注目されている 1)。これまでに希釈したジエ

チル亜鉛（DEZ）原料を用いて、窒素雰囲気中 2)でスピンコート法により低温(150℃)での ZnO 薄

膜作製に成功した。今回、スピンコート法を用いて ZnMgO 膜を作製し、電気特性評価を行った。 

[実験方法]  

 希釈した DEZ にジブチルマグネシウム（0~40 Wt%）を添加した溶液（東ソーファインケム株

式会社提供）を用いて、窒素雰囲気中スピンコート法でガラス基板上に室温で成膜した。その後、

450℃でアニール処理を行い作製した試料を、それぞれＸ線回折(XRD)、ホール測定、XPS 測定等

で評価を行った。 

[結果・考察] 

 図 1 から移動度はキャリア濃度の増加に対して減少し、Brooks–Herring–Dingle の式の傾き

（n-3/2）と同じ傾向が観察された。また、図 2 に示す Mg 濃度変化における自由行程は粒径より

も小さいことを確認した。よって、スピンコート法における DEZ 溶液を使用した ZnMgO 膜の

電気伝導は、イオン化不純物散乱が影響していると考えられる。詳細は、当日に報告する。 
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図 1 キャリア濃度と移動度 図 2 Mg 濃度変化における自由行程  
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